| TEST_AMPLI TUDE

(TAL TA7 f CR2) (10 o Mo
cone from q
CEL LNAME: IN CAL CELL Ml A 10k RESI $STCR)
M13 M13 M12 M11 M10 M9 M8
VM (PIN 47) BIAS BIAS 6 7_v2
o) .
CELLNAVE
" AWVP_DAC P2_8PF 50 51 55
out V2 CMOSN M=1 CMOSN M=2 CMOSN M=4 CMOSN M=8 CMOSN M=16 CMOSN M=32 CMOSN M=64
3 9.6U L=4.8U 9.6U L=4.8U 9.6U L=4.8U
Hin
|_‘ 7 6 5 4 3 2 1
CMOSP M=48 W=9.6U L=4.8U i i i r{ i I i i ’4{ i
3
M2 . CMOSN Ni=1 CMOSN M=2 | CMOSN M=4 | CMOSN M=8 . CMOSN M=16 . CMOSN M=32 [ CMOSN M=64
V2 4‘ 1
MQSN M=48|W=9.6U L=2.4U
Rbias
104k =3
(poly)
1
CELLNAME: 6
AVP_DAC P2_8PF ML V2
20FF
MOSN M=48 W=9.6U L=4.8U
= CMOSP M=31 W=9.6U L=4.8U
(S1 S6 come from CR3)
cf
M214 M213 M212 M211 M210 M209 I (
3PF
R
250 251 252 253 254 255 W
CMOSN M=1 CMOSN M=2 CMOSN M=4 CMOSN M=8 CMOSN M=16 CMOSN M=32 Q 180k CELLNAME:
AVP_DAC P2
107 206 205 204 203 202 Lin VLKG
VM (PIN 47)
b Q H+in (TO GATE CF MR IN
FI RST STAGE
| CMOSN I CMOSNM=2 | CMOSN M=4 I CMOSN M=8 I CMOSN M=16 | CMOSN M=32 TGPREAWPV2 CELL)
Bl AS_DAC =
(V11 VT6 come from CR2) V2
Q CELLNAME:
307 306 305 304 303 302 DACS W THRESH V2
’4{ E ) E ) E ) E ) ’4{ E ) M26A
[ cMosPM=1 | cMosPM=2 | CMOSP M=4 | CMOSP M=8 CMOSP M=16 | CMOSP M=32
MOSN W=2.4U L=3.6U
314 313 312 311 310 309
THR_BIAS
E E E E E (PIN 25)
350 351 352 353 354 355
CMOSP M=1 CMOSP M=2 CMOSP M=4 CMOSP M=8 CMOSP M=16 CMOSP M=32 TGL98 DAC CIRCUITS
=9.6U L=4.8U 1&C DIVISION - OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
W=96U1=4.8U ISize Document Number 9 Rev
B TGL98 SCHEMATICS
DESIGNERS: N.ERICSON, S.S. FRANK, W.L.BRYAN, U.JAGADISH
Date: Friday, December 12, 1997 [Sheet 1 of




